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	ما يقرب من أربعة عقود وحتي الان يعتبر ال MOSFET)) أساس لمعظم تكنولوجيا الالكترونيات الحديثة. وذلك يرجع لأدائه العالي نتيجة سرعة الفصل والتوصيل العالية والعمل عند ترددات عالية. ويعتبر MOSFET))  عالي القدرة من أهم الأنواع  حيث استخدامه في تطبيقات القدرة العالية. وذلك يرجع ﻹيجابية معامل درجة الحرارة علي مقاومة التشغيل وقدرته الكبيرة في العمل علي التوازي وتفوقه في تشغيل الأحمال ذات التيارات العالية عن طريق تيارات تحكم بسيطة. 
تم فحص ورسم الخصائص الثابتة والديناميكية لل MOSFET))  باﻹضافة الي استخراج البارامترات الفيزيائية التي توصف أداء ال  MOSFET)). ومن أهم هذه البارامترات  VTH, toff, ton, Kn ,VA , ro, RON.
	
	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor “MOSFET” devices are crucial to all of the modern electronic technology and expected to be for some years to come due to their high switching speed, high input impedance, high operating frequencies, positive temperature coefficient on-resistance and great capability of working in parallel. 
Static and dynamic characteristics are investigated and graphed alongside extracting the main device static parameters that well-describe the device behavior. These parameters are the threshold voltage, the on-state and output resistances, the early voltage, the channel length modulation parameter and the conduction parameter. The input, output and reverse transfer capacitances are measured as functions of the drain-source voltage. Finally, the switching characteristics are examined with calculating graphically all the controlling on/off-states switching times needed.
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